
SF81 SF82 SF83 SF84

VRRM 50 100 150 200

VRMS 35 70 105 140

VDC 50 100 150 200

I(AV) 8.0

IFM 125

VF 0.975

@ TA = 25°C
@ TA = 100°C IR
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TO-220AC

.412(10.5)
MAX

.185(4.70)

.175(4.44)

.055(1.40)

.045(1.14)

.27(6.86)

.23(5.84)

.11(2.79)

.10(2.54)

.025(0.64)

.014(0.35)

.154(3.91)

.148(3.74)

DIA

PIN1 2

.113(2.87)

.103(2.62)

.16(4.06)

.14(3.56)

.037(0.94)

.027(0.68)

.205(5.20)

.195(4.95)

.594(15.1)

.587(14.9)

.56(14.22)

.53(13.46)
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КОРПУС

SF85
300

210
300

SF86
400

280
400

SF87
500

350
500

SF88
600

420
600

Супербыстрый диод 
Диапазон напряжения : 50 - 600 В 

Ток: 8.0А

Размеры в дюймах (миллиметрах).

Максимальные технические и электрические характеристики. 
Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указаноазано иное. 
Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных 
нагрузок. Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%.

В

В
В

A

A

В

нсек
пФ

oC/Вт

Ед.изм.

мкA

Механические данные

Особенности
Низкая утечка. 
Низкое прямое падение напряжения.
Высокая допустимая нагрузка по току.
Ультра-быстрое время восстановления <35 нсек 
для высокой эффективности.
Пластиковые материалы UL классификация 
пажаробезопастности 94V-0.
Хорошо подходят для блоков питания с частотой
200 кГц.

Корпус: литой пластиковый корпус JEDEC TO-220AC 
Полярность: как отмечено
Вес: 2.24 грамма
Монтажное положение: любое�
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Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение

Максимальное среднеквадратическое значения напряжения

Максимальное постоянное запирающее напряжение
Максимальный средний прямой  выпрямленный ток @TС=125°С
Макс. прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. одиночная 
полусинусоидальная волна, наложенная на номинальную нагрузку 

Макс. падение напряжения на открытом диоде при пр.токе 8.0 A
Максимальный постоянный обратный ток при 
номинальном пост. обратном напряжении

Типичная емкость перехода (Прим. 3) 
Максимальное время обратного восстановления (Прим. 2) 
Типичное тепловое сопротивление (Прим. 1)  

Примечание:  1. Тепловое сопротивление переход-окружающая среда, вертикально установленного диода и длиной выводов 12.7 мм. 
2. Измерено с IF=0.5A, IR=1A, Irr=0.25A.
3. Измеряется на частоте 1.0 MГц и обратном постоянном напряжении 4,0 В.

Диапазон рабочих температур и температур хранения

ВЫВОД 2
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Супербыстрый диод 

Рис.1 - График снижения выходного тока
Рис.2 - Максимальный неповторяющийся    
пиковый ударный прямой ток

Число циклов при 60 Гц
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 Рис.4 - Типичная прямая характеристика  Рис.3 - Типичная обратная характеристика 
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Рис.4 - Типичная емкость перехода
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